MOS-Feldeffektéransistor SMY 52
in Entwickiung

Der SMY 52 st ein MOS-Fetdaffektiransistor mit erhdhater Laistung
ouf Si-Basis vem p-Kanal-Anroicherungstyp, vorwiegond fir den
Einsotz in digitalen. Schaltungen. Der SMY 52 ist ein Ergénzungs-
typ filir integrierte Schaltkreise der unipoloren Bowreihe. Der Bulk.
Substrat-SaschluB ist getrennt hergusgefihrt. Der Transistor ist in

Pual-indine-Plustigehéiuvie ousgefihrt und enthélt aine integrierte
Gateschutrdiods,
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Charekieristische Meikmale:

hoher Eingungswiderstand, Sperrzusiced bei 0V Gotesponnung
guadratische Obettraglngskennlinia
wloiche Polarftal fir Gater und Drainspannung

Hinweis:

Die felgenden Einbou- und Liteorschriften Fir p-Kono!-MOS.Bay-
elemante in Duol-in-fine-Bauform sind zu beachten,

Andorungen im Zuge der technischen Welterantwitklung verbe-
hlten.



Vorldutige technische Daten des SMY 52
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